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高濃度ホウ素ドープダイヤモンドが超伝導を示すことを発見して以来[1]，様々な超伝導ダイヤ

モンド研究が行われた。数多くの超伝導ダイヤモンドが合成され, 超伝導転移温度(Tc)のオンセッ

トが最高で 11.4 K まで向上してきた[2,3]。しかし, 理論計算では 100K 以上の Tcが予言され, まだ

まだ Tc の上昇が期待できる。最近, 我々の研究グループで Tc のオンセットが 24K と非常に高い

Tcの高濃度ホウ素ドープダイヤモンドの合成に成功した。 

我々は磁場中での電気抵抗測定を行い, 超伝導特性を詳細に調べた。また, 電子構造を詳細に観

測するために, 軟 X 線光電子分光実験を SPring-8 の BL25SU で行った。講演では, 得られた内殻

スペクトル, バンド分散やフェルミ面と過去の低い Tc のダイヤモンドの結果[4,5]と比較を行う予

定である。 
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